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１．概要（Summary） 

近年盛んに研究開発が進んでいるジャイロスコープ,共

振デバイスなどは高真空にデバイスをパッケージすること

でその性能が生まれる。高真空 1 Pa以下の封止をゲッタ

リング材無しでウェハレベルにて行える技術としてエピシ

ール封止技術がある。本研究はエピシール技術に代わる

新技術のシリコンマイグレーションシール（SMS）を開発

することが目標である。 

今回，CAP ウェハに内部 MEMS をリリースエッチング

するための通気穴をサブミクロンサイズで作製する必要が

あり，NPFの i線ステッパを用いたリソグラフィ技術が必要

になった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i 線露光装置，有機ドラフトチャンバー，自動塗布現像

装置 

 

【実験方法】 

ショットマップ作成，露光と増田様による技術代行にて

行った。また，露光条件は露光量 460 msec，フォーカス

オフセット+0.2 μm, 現像時間 90 sにて行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

露光後のレジスト形状を走査型電子顕微鏡（Scanning 

Electron Microscope、SEM）を用いて観察した結果を

Fig. 1 に示す。上部観察ではレジストのテーパー形状が

確認できるが，底面に未現像物は確認できなかった。また

開口レジスト寸法もマスク変換差 0.1 µm 以下となってお

り，許容範囲であった。 

 

 

Fig. 1: SEM image of photolitho resist pattern. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 
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